
写真1 フル・ブリッジ専用のドライ

ブIC HIP4080A

負荷容量 1000pF でスイッチング周波数

1 MHzを保証している．D級オーディオ・

アンプ向き

項　目 記 号

値

単位TJ ＝＋ 25℃
TJ ＝－ 40℃
TO ＝＋ 125℃

最小 標準 最大 最小 最大

ロー・サイド・ターン・オフ遅延
（IN＋/IN－端子→ALO/BLO 端子）

tLPHL － 40 70 － 90 ns

ハイ・サイド・ターン・オフ遅延
（IN＋/IN－端子→AHO/BHO端子）

tHPHL － 50 80 － 110 ns

ロー・サイド・ターン・オン遅延
（IN＋/IN－端子→ALO/BLO 端子）

tLPLH － 40 70 － 90 ns

ハイ・サイド・ターン・オン遅延
（IN＋/IN－端子→AHO/BHO端子）

tHPLH － 70 110 － 140 ns

立ち上がり時間 tR － 10 25 － 35 ns

立ち下がり時間 tF － 10 25 － 35 ns

ターン・オンのための最小入力パ
ルス幅

tPWIN（ON） 50 － － 50 － ns

ターン・オフのための最小入力パ
ルス幅

tPWIN（OFF） 40 － － 40 － ns

ディセーブル機能 ON 時のター
ン・オフ遅延時間（ロー・サイド）

tDISLOW － 45 75 － 95 ns

表1 フル・ブリッジ専用のドライブIC HIP4080Aのスイッチング特性
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今回は，二つのタイプのゲート・ドライブ回路を紹

介します．一つは，フル・ブリッジ（Hブリッジとも

呼ぶ）回路用です．これは，ハーフ・ブリッジを二つ

組み合わせた回路で，出力信号の位相が互いに180°

異なる二つのドライブ回路で駆動します．駆動回路は，

D級動作のオーディオ・アンプ，モータ駆動，出力電

力が比較的大きい電源回路などに使います．本稿では，

ハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバを2チャネル内

蔵するドライブICを紹介します．

二つ目に紹介するのは，出力段から大きなスイッチ

ング電圧が発生するような条件でも使える，絶縁耐圧

の高いタイプのゲート・ドライブ回路です．これまで

紹介してきたゲート・ドライバは，高耐圧のシリコ

ン・プロセスを使って電気的に絶縁するモノリシック

ICでした．このタイプは，小信号回路側とドライブ

出力側との間の耐圧が高くてもせいぜい 1000 ～

1500 Vしかないので，高電圧のスイッチングをする

ような回路では破壊の可能性があります．紹介するの

は，物理的に離されている一つのLED（発光用）とシ

リコン フォト・ダイオード（受光用）を内蔵している

タイプです．小信号側とドライブ出力側が光で絶縁さ

れているため，耐圧が2000 V以上もあります．これ

なら高電圧でスイッチングしたり，インダクタンス成

分によってインパルス性の高電圧が発生したりする条

MOSFETや IGBTをシンプルな
回路で確実にスイッチング！
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中心にAとBの出力ピンが対称に配置されています．

図2に内部回路を示します．図では，チャネルB出

力側の回路が省略されています．PWM用コンパレー

タ（5番，6番，7番ピン）を内蔵しているので簡単にD

級アンプを構成できます．

デッド・タイムは，HDEL端子とLDEL端子に接続

する抵抗の値で設定します．図3に示すのは，その抵

抗値とデッド・タイムの関係です．

図4にスイッチング周波数，負荷容量と消費電力の

関係を示します．1 MHz，10000 pFの負荷容量のと

き，消費電流は 500 mAにも達します．これでは，

HIP4080Aの＋85℃での許容消費電力530 mWを満足

することはできません．つまり10000 pFを1 MHzで

駆動することは不可能です．

実際に動作させてみた感触では，高周波スイッチン

グをさせるためには，負荷容量を極力小さくする必要

があります．低Cissかつ低QGのパワーMOSFETと組

み合わせるのがよいでしょう．

件でも破壊の心配がありません．

● 特徴

写真1に示すのは，フル・ブリッジ専用のドライバ

HIP4080A（インターシル）です．80 V以下で動作させ

るフル・ブリッジ回路に応用できます．

表1にスイッチング特性を示します．優れた高速ス

イッチング特性をもっており，負荷容量1000 pFでス

イッチング周波数1MHzを保証しています．

200 k～300 kHzでスイッチングするD級アンプな

どに使うことができます．ゲート・ドライブ能力は

80 V/2.5 Apeakです．

ハイ・サイド駆動用のブートストラップ回路，プロ

グラム可能なデッド・タイム回路，ディセーブル端子，

ハイ・サイド・イネーブル端子，コンパレータ入力端

子などをもっています．

図1にピン配置を示します．電源端子VDD，VCCを

フルブリッジ専用
ゲート・ドライバ HIP4080A
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図3 HDEL端子とLDEL端子に接続する抵抗値とデッド・タイム
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図2 フル・ブリッジ専用のドライブIC HIP4080Aの内部回路
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図1 フル・ブリッジ専用のドライブ

IC HIP4080Aのピン配置
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図4 スイッチング周波数と消費電流の関係

負荷容量が大きくなるほど消費電流は大きくなる


